СИНТЕЗ ИЗОЛИРУЮЩИХ СЛОЕВ В КРЕМНИИ ИМПЛАНТАЦИЕЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ СО+
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Протонная изоляция полупроводников за счет большой плотности радиационных дефектов применялась для изготовления радиочастотных устройств на арсениде галлия. В кремниевых КМОП приборах или солнечных элементах такие дефекты также захватывают носители заряда на границе с оксидом, что приводит к снижению проводимости и токов утечки, наведенных зарядами в оксиде. Недостатком этого метода является невозможность его использования в КМОП технологии из-за низкой термической стабильности. Мы создали наноразмерные включения широкозонных полупроводников и диэлектриков (квантовые антиточки) вместо нестабильных радиационных дефектов. Подобные антиточки формируют в окрестностях гетерограниц изгиб запрещенной зоны кремния, аналогичный изолирующему слою в p-n переходе, и гарантируют отсутствие подвижных носителей заряда при определенной концентрации антиточек. Жизнеспособность этого метода для применения в СБИС была доказана на примере синтеза наноразмерных преципитатов карбида (SiC) и диоксида (SiO2) кремния в низкоомном (~1 Ом·см) кремнии Чохральского (Cz-Si) n- и р-типа при имплантации молекулярных ионов СО+ с энергией ~100 кэВ, флюенсом ~1016 см-2 и последующем отжиге при температурах ~ 1100оС. Сформированный высокоомный слой с антиточками толщиной ~ 2 мкм сохранялся в подложке Si в процессах изготовления логических КМОП ячеек и оптоэлектронных фазовращателей. Подвижность носителей заряда в активных областях этих приборов практически не отличалась от исходной, как для структур кремний-на-изоляторе (КНИ), так и для пластин объемного кремния.

